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【はじめに】我々の研究グループでは、Core-shell 型 GaN ナノワイヤ(NW)発光素子の研究
を行っている。NW は下地層から貫通転位が伝播しないため無転位結晶が実現可能であり、
NW 側面の非極性面(m 面)活性層の活用により、発光効率の向上が期待できる。 

また、NW は径及びピッチの変化に伴い In 取り込み量が変化し、発光波長が変化するた
め、径及びピッチを制御することで赤、青、緑の発光波長を実現することが可能である[1]。  

本研究では、EB リソグラフィを用いて同一テンプレート上に NW 径とピッチを変化させ
た複数のホールパターンをデザインし、NW を成長させ、構造及び光学評価を実施した。 

【実験方法】n-GaN 上に EB リソグラフィにより SiO2 ホールパターンを形成し、テンプレ
ートを作製した。作製したテンプレートの模式図を Figure 1 (a)に示す。テンプレート上に
MOVPE 法により n-GaN NW 及びそれを覆うように活性層（Multiple-Quantum-shell : MQS）
を成長し、このとき、成長温度をはじめとする成長パラメータを変化させた。また、結晶構
造及び光学特性の評価として、SEM 観察、CL 測定を行った。 

【結果と考察】径及びピッチが異なる 3 つのパターンで選択成長させた NW の CL 測定の
結果を Figure 1 (b)、パターン B の NW の SEM 像を Figure 1 (c)に示す。CL スペクトルから、
パターン上の NW の充填率（Filling factor）が低くなるにつれて波長が長波長側へシフトし
ていることがわかる。これは充填率が低いことで成長ﾚｰﾄが増加し、NW への In の取り込み
量が増加したためと考えられる。また、Processed part の端の NW は、In の取り込み量が増
加し、In を多く含む異常成長が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1 (a) Schematic diagram of the designed template after EB lithography (b) CL spectra of the 

three designed patterns (c) Cross-sectional SEM image of pattern and the schematic diagram of NW 

structure 

 

［1］H. Sekiguchi et al., APL, 96, 231104 (2010). 
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